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研磨抛光设备



晶圆减薄设备

化合物半导体晶片偏硬，偏脆的特性，在加工上比
较困难，尤其是减薄加工工序难度更加一筹，我们
可以提供优秀于其他厂家的减薄加工的专用设备



高速度研磨设备
φ610毫米抛光台最高转速可达300转/分钟，实现高速抛光。
即使是蓝宝石和碳化硅等硬质晶圆，也能获得出色的研磨效
果。
我们配备了两个带有强制驱动旋转机构的加工轴，即使在高
研磨压力下也能稳定旋转进行研磨。



新型电化学机械抛光机(ECMP)

加工前表面粗糙度
Sa；26.4nm

加工后表面粗糙度
Sa；0.38nm

只6分钟

材料出去率
MRR；10.5μm/Hr以上

表面
粗糙度

材料
除去量

碳化硅（4H-N SiC）

尺寸 ；4英寸（100mm）,厚度350μm
加工面 ；Si面
加工时间；6分钟

新型电化学机械抛光(ECMP)是一种新型的衬底表面处理技术，
在ECMP过程中，碳化硅衬底作为阳极，与抛光板（阴极）之间
夹着离子传电型固态复合材料衬垫。



催化材料表面基准蚀刻抛光机(CARE)

各衬底案例

・利用金属催化反应进行原子级化学蚀刻，实现平坦化处理。
・采用环保工艺，仅使用纯水，无需任何化学品或浆料。

氧化铝 氧化硅 石英 单晶硅 铌酸锂

表面粗糙度 Sa＜0.1 nm



等离子辅助干式抛光机(PAP)

加工前表面粗糙度
Sa：61.8nm

加工后表面粗糙度
Sa：0.31nm

3个小时

单晶金刚石衬底

使用等离子进行表面改质的抛光处理技术，
是特别针对金刚石等硬质材料而研发的加工方法。



超短脉冲激光数控表面加工机(USPL-PM)

加工前 加工后
单晶金刚石衬底

2300μm

1000μm

加工前
自动测量形状

USPL
数控加工

达到
目标形状

等离子辅助
干式抛光机

达到
目标
平整
表面

USPL-PM PAP

USPL(超短脉冲激光)



等离子体化学气相平坦化加工机(PCVM)
石英晶片（水晶）

尺寸：4英寸（100mm）
测试范围：直径100mm晶圆内领域

加工前厚度分布
TTV：102nm

加工后厚度分布
TTV：18nm

改善形状(改善TTV）

无发生变质层
纳米级平坦化

使用等离子进行表面改质的加工处理技术，
我们采用数控技术进行原子级加工。



晶圆边缘磨削倒角设备

《对于高硬度材料能够稳定性》
・能够加工碳化硅、蓝宝石等高硬度晶片

具备高性能、高功率的马达以及高刚性的机身
・对于高硬度材料能够稳定地进行高精度的切削

-对应材料；
 化合物半导体（SiC, GaN, GaAs, LT/LN等）
 硅片、蓝宝石
氧化镓，氮化铝，金刚石

-对应尺寸：
 φ6”（150mm）
 φ8”（200mm）

-对应厚度：
0.25mm-2.0mm

销售实力 1,000台以上



晶圆边缘倒角抛光设备

使用研磨带边缘抛光处理技术，
将外边缘和小凹槽从成型到镜面抛光

加工前 加工后

加工前 加工后

晶圆外边缘

晶圆Notch



半导体研磨废液浓缩回收处理系统设备



晶圆研磨带(Wafer Lapping Film)

磨料 树脂粘合剂

总带厚度

研磨层

基材

项目 分类 尺寸

磨料

氧化铝 0.2-30μm

碳化硅 0.5-30μm

金刚石 0.1-9μm

基材 PET材质 25μm或75μm

形状 薄片状，带状

通过使薄膜表面形成块状细胞结构，
可以添加人工起伏的成分。
压力集中在蜂窝顶部，抛光过程在此区域进行。
凹陷区域形成切屑收集槽，
用于捕获磨料碎屑/提高磨料碎屑的排出效果。

研磨带表面
倾斜45度 500倍



碳化硅研磨带(SiC Lapping Film)

抛光前 #4000抛光
#8000抛光
#18000抛光

碳化硅晶
圆端面形

状

碳化硅晶
圆端面显
微镜图

#4000研磨後 #4000 #8000

#4000 #18000

研磨前

#4000  #8000

#4000  #18000

#4000

磨料 金刚石

粒度

4000

8000

18000



晶圆抛光液(Wafer polishing slurry)

对象工艺 名称 对象研磨 磨料 缓冲液

前段工艺

Cu/Ta 铜 二氧化硅 过氧化氢

Cu/Ta/TEOS 钽 二氧化硅 过氧化氢

W 钨 二氧化硅 过氧化氢

SiNx 氧化硅 氧化铈 pH3-8

TSV

Cu 铜 二氧化硅 过氧化氢

Si/Cu/Ta/TEOS 硅 二氧化硅 过氧化氢

Si/SiN/TEOS 硅/氧化硅 二氧化硅/氧化铈 氢氧化钠/氨

Cu/塑料 聚合物 二氧化硅 中性

SiC SiC 碳化硅 氧化铝 高锰酸钾

HDD head AlTiC AlTiC 金刚石 油基



碳化硅抛光液(SiC polishing slurry)

Ra：0.078nm
测试范围：10×10μm

Ra：0.14nm
测试范围：10×10μm

◆抛光后(Si面) ◆抛光后(C面)

抛光结果

・ 抛光后表面粗糙度
(Ra Si面 0.078nm, C面0.14nm)

・碳化硅高速抛光
（Si面：2.1μｍ/h, C面：5.0μm/h）



晶圆芯片胶带

FPC（柔性印刷电路）材料

0.08mm
0.01mm

UV硬化型

背磨保护胶带

切割胶带

0.25mm
0.15mm



湿法设备



备件清洗设备

➢ 备件清洗机

气泡清洗 超声波清洗 喷淋清洗区

化学清洗

喷淋清洗区

表面检测

氮气吹干红外干燥包装

➢ 备件清洗工艺核心流程-以实际工艺为准

酸液清洗



甩干设备



马兰戈尼干燥设备

◼ 应用领域

• 晶片干燥

◼ 晶圆尺寸

• 6〞～ 12〞

◼ 工艺指标

• 亲水性晶圆片:<10增加 @0.12 μm

• 疏水性晶圆片:<30增加 @0.12 μm

• 金属含量:任何金属≤1·1010 atoms/cm2增加

• 干燥斑点:干燥后无斑点

• IPA 消耗量:30 mlrun

◼ 设备配置

• 腔体(可以定制)

• 进气系统；喷气系统

• 传输及定位系统

• 支持SECS/GEM通讯协议



化学液供给设备



喷嘴式兆声波换能器单元

项目类别 主要描述

频率 1MHz/2MHz/3MHz

功率 30/50/80Watt

控制模式 扫频、频率谐振跟踪

在线监控 电压、电流、功率、阻抗等参数实时监控

喷嘴尺寸

∅36*70mm(水柱直径4mm)
∅41*70mm(水柱直径7mm)
∅46*83mm(水柱直径9.3mm)

⚫ 聚焦能力强：可以直接将兆声波能量聚焦于基材表面，能够更精准地对特定
部位进行清洗，在需要局部重点清洗的情况下具有优势。

⚫ 灵活度较高：通过运动清洗物和喷头，较容易实现清洗物表面均匀的声场分
布，可根据工件的形状和清洗需求，灵活调整喷头的位置和角度，适应不同
的清洗任务。

⚫ 单点清洗精度高：单点喷淋式兆声清洗可解决清洗液二次污染问题，极低的
超声空化效应，不会对器件表面造成损伤，且可去除物体表面 0.1 微米的污
渍颗粒。

➢ 喷嘴式兆声波换能器
喷
嘴
式
喷
头
及
视
频
演
示



超音速二流体清洗单元

清洗前 清洗后

玻璃上0.1um颗粒

超音速二流体喷射

外形尺寸 Φ26 + □40

长度 250mm

重量 1kg

光斑直径 约3mm

电控箱

外部尺寸 280宽 x 420深 x 460高（毫米）

管理项目 空气温度和气压
（可报警） 水温、水流量和水压

电源 100V交流电，2A断路器

重量 22公斤
外部I/O 支持远程操作

提供报警输出

无损坏工件并去除纳米级颗粒
无使用化学品只用纯水清洗



PVA海绵刷(PVA Brush)

我们根据客户的工艺定制开发
并提供适合玻璃、蓝宝石、化
合物半导体、碳化硅、硅片等
抛光后产生的抛光残渣和磨料
的去除刷子。

物性 孔径μm 100-120 100-120 80-100 60-80 40-60

摩擦系数 1.582 1.459 1.805 1.71 1.872

硬度 gf/cm2 68.5 81.1 89.2 78.8 92

弹性模量 MPa 0.131 0.174 0.211 0.202 0.205

刷洗流量 mm/s 100 100 70 55 10

电镜

放大倍数 x100 x100 x100 x100 x100

图片



热处理设备



先进封装晶圆级热风循环式电加热设备

烤箱内部空气不断循环，并反复经过过滤器，从而保持高度洁净。
烤箱热风进出风口的狭缝装置可保持热风平衡，提高烤箱内部温度均匀性。

过滤器

加热器

循环风



先进封装面板极电加热设备

● 加热器表面的电解着色可高效产生红外波长。
● 可对电炉的每个阶段进行独立控制。

先进封装面板极远红外线加热炉

515x510mm面板极 600x600mm面板极

销售实力 600台以上



晶圆加热盘

・采用自造薄型热片实现高精度面内均匀加热性和耐热衝撃性
・采用云母，聚酰亚胺，硅胶的绝缘层

加热盘尺寸直径450mm

销售实力 300mm涂布机采用200台以上

基本规格

晶圆尺寸 ～直径300毫米

最高适用温度 ～400度(实际)

电压 任意对应

上下热板
复合材(Si-SiC)，Al(A5052) 
精度50μm

热源方式 云母，聚酰亚胺膜

加热器数量 任意设计

电力密度 最大5.0W/cm2

温度传感器 测温电阻体(Pt100)，热电偶(K型)

过热保护 双金属自动调温器（选项）

最大450度



易弯型陶瓷加热器

・独特的陶瓷绝缘体形状
・可组合以适应曲面
・5W/cm² 电流密度，快速加热
・远红外辐射，实现稳定均匀加热



半导体零部件纳米涂层服务

案例图 材料 纳米涂层 应用需求 应用领域

D-2000 防静电(ESD) 分散电荷，消除静电干扰

• 半导体制程设备、检测量设备静电吸盘、真
空吸盘
• 半导体封装测试设备载具，摸具等

T-4000
非金属
耐磨

提高零部件硬度，提升耐磨性能，
消除金属元素污染

• 半导体CMP、ECMP设备及其他制程设备运动
摩擦零部件
• 半导体封装设备、检测量设备运动易损件

NC-4000
非金属
耐腐耐磨

运动零部件、气路零部件耐腐蚀
（HCl、HBr、HF等酸性液体、气
体），兼具耐磨

• 半导体PVD、PECVD、刻蚀设备真空泵转子、
螺杆、密封板、内腔
• 半导体制程设备气体管路零部件

T-4000A
非金属

耐磨防粘连
有机材料成型模具、接触式运动零
部件兼具耐磨及表面防粘连需求

• 半导体密封圈模具、有机材料成型模具、各
种塑胶、硅胶成型模具
• 胶黏材料接触运动部件，夹具等

S-2000
非金属
高硬绝缘

电极载具等零部件局部绝缘性能提
升需求

• 半导体离子注入电极载具等零部件
• 光电、声电、电磁，电热等转换器件

T-5500 导热散热
铜或铝导热零部件、CPU/GPU散热
模组进一步提升导热性能

• 芯片老化设备夹具、芯片COC测试设备夹具，
GPU/CPU散热组件等
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